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Caracteristicas Maximas (Tamb=25°C)
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Notas:

E = Emitter (Diode)

D= Detector (Phototransistor)

Tens3o Reversa (V) 5V
Emissor Comente Dlraft_a {If) : 60 mA
Cormrente de Pico {ifp) - Duty Cycle 1:10- F = 1KHz 250 mA
Poténcia Dissipada (Pd) 100 i
Tensao Coletor-Emissor (Veoen) v
Tensao Emissor-Coletor (Veca) 6y
Sensor 1 onte oe coletor (i) 50 mA
Poténcia Dissipada de Colstor (Pdc) 100 miy
Temperatura de operagio (Topr) -20a+60°C
Conjunto Temperatura de armazenagem (Tstg) -20a+80°C
Temperatura de Solda (Tsld) - (2mm- 3 segundos) 260 °C
Caracteristicas de Operagao (Tamb = 25 °C)
tem Simb. Min. | Tip. | Max Unid. Condicéo
. Tensdo Direta i - 1.2 1.3 W IF = 20mA
Emissor 1.4 1,6 IF =100mA
Corrente Reversa Ir - - 10 1A VR =8Y
Sensor Comrente Coletor (escura) Iceo - - 01 pA Vee= 10V, 0 Lux
Compr. Onda (dominante) and - 940 - nn -
Carrente Coletor (clara) It 300 - - WA IF = 20mA_ Ve = 5V
Conjunto Tensao Sat. Col-Emissor Wiee (sat) - - 04 W Izczcz_ﬂ?:.l::u:_: 'ggf:r
Tempo de Resposta Tr-Tr - 20 - us RL = 1KD
T CBSDNP Escalb 2 . 1 Fay ka3
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